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1.はじめに 

 ダイヤモンドは約 5.47 eV の広いバンドギ

ャップをもつ半導体であり、高い破壊電界、

最高の熱伝導率を有することから次世代のパ

ワーデバイス材料として期待されている。

我々は水素終端ダイヤモンド表面に NO2分子

でホールドーピング法を提案したが[1]、今

回、ダイヤモンド電界効果トランジスタを作

製したので報告する。 

 

2.実験方法 

 試料結晶は、(001)面方位ダイヤモンド CVD

単結晶基板（寸法 4.0×4.0×0.49 mm3）表面

をマイクロ波プラズマ CVD で水素終端処理

を行った。ソース、ドレイン電極形成後に、

セルフアラインでゲート部を開口、エッチン

グし、NO2ガスを曝露し、正孔ドーピングを

行った。その後、ゲート電極を蒸着して作製

した。測定は全て室温で行った。 

 

3.実験結果及び考察 

 FET 素子（ゲート長 Lg, 5.4 m、ゲート幅

Wg, 46.9 m）の電流電圧(ID-VD)特性を Fig. 1

に示す。ゲート電圧 0 Vの時、ドレイン電流

は流れず、ノーマリーオフ動作となってい

る。ドレイン電圧-10 V、ゲート電圧-3 V時の

ドレイン電流密度は-12.4 mA/mmであった。 

容量電圧(C-V)特性から得たキャリアプロフ

ァイルを Fig. 2に示す。この結果からわかる

ように、ゲートの下 2.4 nmの深さにホールキ

ャリアが二次元的に蓄積していることを確認

した。また、シートキャリア濃度は 1.04×

1013cm-2となった。 
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Fig. 1 ID-VD characteristics. 
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Fig. 2 Carrier depth profile. 
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